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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成29年8月17日(2017.8.17)

【公表番号】特表2016-526859(P2016-526859A)
【公表日】平成28年9月5日(2016.9.5)
【年通号数】公開・登録公報2016-053
【出願番号】特願2016-525826(P2016-525826)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｋ  17/693    (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ  17/687    (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ  19/003    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｋ   17/693    　　　Ａ
   Ｈ０３Ｋ   17/00     　　　Ｄ
   Ｈ０３Ｋ   17/687    　　　Ｇ
   Ｈ０３Ｋ   19/003    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月5日(2017.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　第１のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを備え、前記第１のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の入力端子に接続され、
　イネーブル信号が無効化されたときに、前記装置の前記入力端子上の信号を前記第１の
ｐ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに伝送し、前記イネーブル信号が有効化され
たときに、接地電圧を前記第１のｐ型金属酸化物半導体トランジスタの前記ゲートに供給
するための第１の回路を備え、
　前記第１の回路は、
　第２のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第２のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の入力端子に接続され、前記第２のｐ型金属酸化物半導
体トランジスタのゲートは、前記イネーブル信号に接続され、
　第１のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第１のｎ型金属酸化物半導体ト
ランジスタのソースは、アースに接続され、前記第１のｎ型金属酸化物半導体トランジス
タのドレインは、前記第２のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのドレインに接続され、
前記第１のｎ型金属酸化膜半導体トランジスタのゲートは、前記イネーブル信号に接続さ
れ、
　第２のｎ型金属酸化膜半導体トランジスタを含み、前記第２のｎ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのゲートは、前記イネーブル信号の反転信号に接続され、前記第２のｎ型金属
酸化物半導体トランジスタのソースは、前記装置の前記入力端子に接続され、前記第２の
ｐ型金属酸化物半導体トランジスタの前記ドレインと、前記第１のｎ型金属酸化物半導体
トランジスタの前記ドレインと、前記第２のｎ型金属酸化物半導体トランジスタのドレイ
ンとは、前記第１のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに接続されている、装置
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。
【請求項２】
　前記第１のｐ型金属酸化膜半導体トランジスタの前記ソースは、前記第１のｐ型金属酸
化物半導体トランジスタのバルク端子に短絡される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記イネーブル信号の前記反転信号および前記アースは、同一の電圧を有する、請求項
１に記載の装置。
【請求項４】
　前記装置はさらに、
　第３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを備え、前記第３のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、装置の出力端子に接続され、前記第３のｐ型金属酸化物半導体ト
ランジスタのドレインは、前記第１のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのドレインに接
続され、
　前記イネーブル信号が無効化されたときに、前記装置の前記出力端子上の信号を前記第
３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに伝送し、前記イネーブル信号が有効化
されたときに、前記接地電圧を前記第３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに
供給するための第２の回路を備える、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２の回路は、
　第４のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第４のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の前記出力端子に接続され、前記第４のｐ型金属酸化物
半導体トランジスタのゲートは、前記イネーブル信号に接続され、
　第３のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第３のｎ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、アースに接続され、前記第３のｎ型金属酸化物半導体トランジス
タのゲートは、前記イネーブル信号に接続され、
　第４のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第４のｎ型金属酸化物半導体ト
ランジスタのゲートは、前記イネーブル信号の反転信号に接続され、前記第４のｎ型金属
酸化膜半導体トランジスタのソースは、前記装置の前記出力端子に接続され、前記第４の
ｐ型金属酸化物半導体トランジスタのドレインと、前記第３のｎ型金属酸化物半導体トラ
ンジスタのドレインと、第４のｎ型金属酸化物半導体トランジスタのドレインとは、前記
第３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタの前記ゲートに接続されている、請求項４に記
載の装置。
【請求項６】
　前記装置はさらに、
　第５のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第５のｎ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の前記入力端子に接続され、
　前記イネーブル信号が無効化されたときに、前記装置の前記入力端子上の信号を前記第
５のｎ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに伝送し、前記イネーブル信号が有効化
されたときに、電源電圧を前記第５のｎ型金属酸化物半導体トランジスタの前記ゲートに
供給するための第３の回路を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記イネーブル信号は、前記電源電圧と同一の電圧を有する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置の前記入力端子は、前記接地電圧の電圧レベルと前記電源電圧の電圧レベルと
の間の電圧を有するアナログ信号を含む、請求項６または７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第３の回路は、
　第６のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第６のｎ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の前記入力端子に接続され、前記第６のｎ型金属酸化物
半導体トランジスタのゲートは、前記イネーブル信号の反転信号に接続され、
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　第５のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第５のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記電源電圧に接続され、前記第５のｐ型金属酸化物半導体トラ
ンジスタのゲートは、前記イネーブル信号の前記反転信号に接続され、
　第６のｐ型金属酸化膜半導体トランジスタを含み、前記第６のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記入力信号に接続され、前記第６のｐ型金属酸化物半導体トラ
ンジスタのゲートは、前記イネーブル信号に接続され、前記第６のｎ型金属酸化物半導体
トランジスタのドレインと、前記第５のｐ型金属酸化物のドレインと、前記第６のｐ型金
属酸化物半導体トランジスタのドレインは、前記第５のｎ型金属酸化物のゲートに接続さ
れている、請求項６～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置はさらに、
　第７のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第７のｎ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の出力端子に接続され、前記第７のｎ型金属酸化物半導
体トランジスタのドレインは、前記第５のｎ型金属酸化物半導体トランジスタのドレイン
に接続され、
　前記イネーブル信号が無効化されたときに、前記装置の前記出力端子上の信号を前記第
７のｎ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに伝送し、前記イネーブル信号が有効化
されたときに、電源電圧を前記第７のｎ型金属酸化物半導体トランジスタの前記ゲートに
供給するための第４の回路を備える、請求項６～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第４の回路は、
　第７のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第７のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記電源電圧に接続され、前記第７のｐ型金属酸化物半導体トラ
ンジスタのゲートは、前記イネーブル信号の前記反転信号に接続され、
　第８のｎ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第８のｎ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の前記出力端子に接続され、前記第８のｎ型金属酸化物
半導体トランジスタのゲートは、前記イネーブル信号の前記反転信号に接続され、
　第８のｐ型金属酸化膜半導体トランジスタを含み、前記第８のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の前記出力端子に接続され、前記第８のｐ型金属酸化物
半導体トランジスタのゲートは、前記イネーブル信号に接続され、前記第７のｐ型金属酸
化物半導体トランジスタのドレインと、前記第８のｐ型金属酸化物半導体トランジスタの
ドレインと、前記第８のｎ型金属酸化物半導体トランジスタのドレインとは、前記第７の
ｎ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに接続されている、請求項１０に記載の装置
。
【請求項１２】
　前記装置はさらに、
　第３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタを含み、前記第３のｐ型金属酸化膜半導体ト
ランジスタのソースは、前記装置の出力端子に接続され、前記第３のｐ型金属酸化物半導
体トランジスタのドレインは、前記第１のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのドレイン
に接続され、
　前記イネーブル信号が無効化されたときに、前記装置の前記出力端子上の信号を前記第
３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに伝送し、前記イネーブル信号が有効化
されたときに、前記接地電圧を前記第３のｐ型金属酸化物半導体トランジスタのゲートに
供給するための第２の回路を備える、請求項１０または１１に記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
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　出力端子１５４上の電圧が０Ｖであり、イネーブル信号１７２の電圧が低電圧／０Ｖで
ある（すなわち、イネーブル信号の反転信号１７４が高電圧／１．８Ｖである）場合、Ｎ
ＭＯＳトランジスタ１４４のＶｇｓ＝１．８Ｖ－０Ｖ＝１．８Ｖである。よって、ＮＭＯ
Ｓトランジスタ１４４は、開放／オフされる。したがって、０Ｖの入力信号は、ＮＭＯＳ
トランジスタ１４４のソースからドレインに伝送され、その後ＮＭＯＳトランジスタ１４
０のゲートに伝送される。ＰＭＯＳトランジスタ１４６の場合、ソースが０Ｖであり、ゲ
ートがイネーブル信号１７２、すなわち０Ｖであるため、Ｖｇｓ＝０Ｖ－０Ｖ＝０Ｖであ
る。したがって、ＰＭＯＳトランジスタ１４６は、開放／オフされる。また、ＮＭＯＳト
ランジスタ１４０の場合、Ｖｇｓ＝０Ｖ－０Ｖ＝０Ｖであり、トランジスタは、開放／オ
フされる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　回路構造１８８は、出力信号が過大電圧または不足電圧である場合に、同様にうまく機
能して、出力端子１５４をＮＭＯＳトランジスタ１４０のドレインから隔離する。たとえ
ば、イネーブル信号１７２が０Ｖ（イネーブル信号の反転信号１７４が高電圧／１．８Ｖ
）であり、出力信号が１．９Ｖである場合、ＮＭＯＳトランジスタ１４４のゲート電圧が
１．８Ｖであり、ソース電圧が１．９Ｖである。したがって、Ｖｇｓ＝１．８Ｖ－１．９
Ｖ＝－０．１Ｖである。Ｖｇｓが負の電圧であるため、ＮＭＯＳトランジスタ１４４は、
開放／オフされる。一方、ＰＭＯＳトランジスタ１４６は、ゲートに０Ｖのイネーブル信
号１７２を有し、ソースに出力端子１５４からの１．９Ｖの出力信号を有するため、Ｖｇ
ｓ＝０Ｖ－１．９Ｖ＝－１．９Ｖである。よって、ＰＭＯＳトランジスタ１４６は、閉合
／オンされ、導通になる。したがって、ソースおよびドレインが接続され、出力端子１５
４からの１．９Ｖの信号をＰＭＯＳトランジスタ１４６のソース端子からドレイン端子に
伝送し、その後ＮＭＯＳトランジスタ１４０のゲートに伝送する。ＮＭＯＳトランジスタ
１４０のゲートおよびソースが同一の電圧１．９Ｖにあるため、Ｖｇｓ＝０Ｖであり、Ｎ
ＭＯＳトランジスタ１４０は、オフされる。したがって、過大電圧の場合においても、出
力端子１５４上の信号は、ＮＭＯＳトランジスタ１４０のドレインから隔離される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　イネーブル信号１７２が高電圧であり、イネーブル信号の反転信号１７４が低電圧／０
Ｖである場合、ＮＭＯＳトランジスタ１４４およびＰＭＯＳトランジスタ１４６の両方は
、開放／オフされる。たとえば、ＮＭＯＳトランジスタ１３６の場合、Ｖｇｓ＝０Ｖ－Ｎ
である（Ｎは、出力端子１５４上の任意の予期電圧である）。この場合、予期電圧が０Ｖ
～１．７であるため、Ｖｇｓは、常にゼロまたは負の電圧であり、ＮＭＯＳトランジスタ
１４４は、開放／オフのままに維持される。また、入力端子１５２上の小さな不足電圧、
たとえば－０．２Ｖを出力端子１５４に供給される場合、Ｖｇｓ＝０Ｖ－（－０．２Ｖ）
＝０．２Ｖである。一般的には、ＮＭＯＳトランジスタをオンにするために正の電圧が必
要とされるが、実際には、この電圧がトランジスタの閾値電圧Ｖｔを超える十分な大きさ
を有しなければならない。よって、閾値電圧Ｖｔを超えない小さな過大電圧は、ＮＭＯＳ
トランジスタ１４４をオンにすることができない。同様に、ＰＭＯＳトランジスタ１４６
の場合、たとえば１．９Ｖの小さな過大電圧の場合、Ｖｇｓ＝１．８Ｖ－１．９Ｖ＝－０
．１Ｖである。Ｖｇｓは、負の電圧であるが、ＰＭＯＳトランジスタ１４６のＶｔよりも
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小さい場合、ＰＭＯＳトランジスタ１４６は、開放／オフのままに維持される。したがっ
て、小さな過大電圧または不足電圧の場合、ＮＭＯＳトランジスタ１４４およびＰＭＯＳ
トランジスタ１４６は、ＮＭＯＳトランジスタ１４０のゲートに影響を与えず、ＮＭＯＳ
トランジスタ１４０のドレインおよびソースが接続のままに維持される。一方、過大電圧
または不足電圧の大きさがＮＭＯＳトランジスタ１３６またはＰＭＯＳトランジスタ１４
６のいずれかのＶｔよりも大きい場合、回路１８８は、ＮＭＯＳトランジスタ１４０のド
レインおよびソースを隔離し、装置の他の部分に保護措置を提供する。
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